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前言

　　半导体材料是信息产业的基础，是微电子、光电子以及太阳能等工业的基石，对国家工业、科技
和国防的发展具有至关重要的意义。
毫无疑问，半导体材料的电学性能、光学性能和机械性能将会影响半导体器件的性能和质量，而半导
体材料这些性能又取决于其掺杂和晶格的完整性，因此，半导体材料性能和结构的测试和分析，是半
导体材料研究和开发的重要方面。
　　目前，我国以微电子工业为代表的高科技产业蓬勃发展，已经成为国际微电子的主要产业基地之
一；同时，我国的太阳能产业也发展迅速，数百家太阳能电池器件和材料企业涉及其中，其太阳能电
池产量已经居世界第一位，是我国重要的新兴高科技产业；另外，我国半导体照明等光电子和其他新
型半导体材料、器件产业也方兴未艾。
因此，半导体材料的研究、开发和应用，成为国家科技、工业和国防领域优先发展的重要方向，这些
对半导体材料的测试与分析都有重要的需求。
随着技术的进步，无论是半导体材料的测试技术、测试原理，还是应用领域，都将会有很大的变化和
发展。
　　本书主要描述半导体材料的测试分析技术，介绍各种测试技术的基本原理、仪器结构、样品制备
和分析实例，主要包括载流子浓度（电阻率）、少数载流子寿命、发光等性能以及杂质和缺陷的测试
，其测试分析技术涉及四探针电阻率测试、无接触电阻率测试、扩展电阻、微波光电导衰减测试、霍
尔效应测试、红外光谱测试、深能级瞬态谱测试、正电子湮没测试、荧光光谱测试、紫外，可见吸收
光谱测试、电子束诱生电流测试、I-V和C-V等。
　　本书着重介绍半导体材料的专门的测试分析技术，特别是半导体材料电学性能和光学性能的测试
。
这些测试技术（如Hall效应等）在普通的材料测试和分析著作中一般都没有介绍；而深能级瞬态谱测
试、正电子湮没测试和电子束诱生电流测试技术在国内几乎没有专门著作介绍。
至于半导体材料的结构的一般测试分析技术，如透射电子显微镜（TEM）、扫描电子显微镜（SEM）
、光学显微镜、x射线衍射仪、光电子能谱仪等等，其原理和应用在其他通用型材料测试分析技术和
原理的著作中会涉及，在本书中就没有加以介绍。
　　本书在国内外最近研究成果的基础上，阐述了半导体材料现代测试分析的主要技术，每一种技术
都描述了基本原理、仪器构造原理、样品制备和实验测试实例等内容。
在结构上，以每一种测试技术为单元，单章独立讲述。
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内容概要

　　《半导体材料测试与分析》主要介绍半导体材料的各种测试分析技术，涉及测试技术的基本原理
、仪器结构、样品制备和应用实例等内容：包括四探针电阻率、无接触电阻率、扩展电阻、微波光电
导衰减、霍尔效应、红外光谱、深能级瞬态谱、正电子湮没、荧光光谱、紫外-可见吸收光谱、电子束
诱生电流、I-V和C-V等测试分析技术。
半导体材料是微电子、光电子和太阳能等工业的基石，而其电学性能、光学性能和机械性能将会影响
半导体器件的性能和质量，因此，半导体材料性能和结构的测试和分析，是半导体材料研究和开发的
重要方面。
　　《半导体材料测试与分析》可供大专院校的半导体物理、材料与器件、材料科学与工程和太阳能
光伏等专业的高年级学生、研究生和教师作教学用书或参考书，也可供从事相关研究和开发的科技工
作者和企业工程师参考。
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章节摘录

　　由于物质对光的吸收具有选择性，当改变通过某一物质的入射光的波长，并且记录该物质在每一
波长处的吸光度时，这样就可以获得该物质的吸收光谱。
　　由于分子中电子能级的范围刚好在紫外-可见光（200～800mm）波段，因此当入射光的波长在200
～800mm时，所获得的吸收光谱就是紫外-可见吸收光谱。
研究各种物质的紫外-可见吸收光谱，可以为研究它们的内部结构提供重要的信息。
而基于上述原理进行分析的方法，称为紫外-可见光分光光度法。
紫外-可见光分光光度法自19世纪问世以来，已有一百多年的历史。
由于它具有较高的精度、设备简单、检测快速可靠、测试范围较广等优点，可用于微量元素分析、高
纯物质测试、环境及生物化学研究等方面，并在半导体材料研究和开发领域广泛应用。
　　本章首先介绍紫外-可见吸收光谱的基本概念和基本原理，其次介绍紫外-可见吸收光谱的方法和
设备，最后介绍紫外一可见吸收光谱在半导体材料中的应用。
　　10.1 光吸收的基本原理　　10.1.1 光的吸收　　物质对光的吸收是物质的分子、原子或离子与辐射
能相互作用的一种形式。
通常，只有当入射光子的能量与吸光体原子的基态和激发态的能量差相等时，引起电子在能级间的跃
迁，入射光才会被吸收。
因此，光的吸收是非连续的。
而且。
不同物质的原子从基态跃迁到激发态所需的能量各有差异，故它只能选择性地吸收与之相当的波长的
光，它们的关系服从普朗克条件。
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